
平成２４年５月２３日 
 

半導体工学・演習のレポート課題 
松浦 

 
課題１ 電子密度と正孔密度が、 
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と表せることを導き出せ。ただし、 iE は真性半導体のフェルミ準位です。 

[ヒント] 以下の関係式を用いよう。 
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課題２ n 型半導体で )()( TpTn >> が成り立つ場合、 )()(D TnTN =+ である。 
（１） DD )( NTN =+ のとき(出払い領域)の FC EE - を導いてみよう。 

（２）

÷
ø
ö

ç
è
æ -+

=+

kT
EE

NTN
DFexp1

)( D
D のとき(不純物領域)の FC EE - を導いてみよう。 

ただし、 D)( NTn << とする。 
 
 
課題３ 課題２の（２）で求めた、不純物領域での FC EE - を用いて、 
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を導いてみよう。 
 
 
次回（５月３０日）に、A4 のレポート用紙で提出すること。 
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